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* kolektorovy proudovy zdroj:

ic2e = 2qicAf



Sumovy model

* kolektorovy proudovy zdroj:
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Sumovy model

* kolektorovy proudovy zdroj: vystrelovy sum

9 .
Lo = 2qicAf
* bazovy proudovy zdroj: vystrelovy sum, blikavy
Sum, iontovy Sum (lontovy Sum neni programovan)
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Model tranzistoru JFE
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e zakladni proudova rovnice tranzistoru JFE
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e zakladni proudova rovnice tranzistoru JFE (=1
(O provgg — Vp <0 (podprahova oblast)

iy =1(1+ Avps)B|2(vgs — Vr)— Y vps Jvps Provgs —Vp >yuvps  (linermni oblast)

1+ Av Vag — V- 2/7/ pro 0 <vgg — Vp <yupg (Oblast saturace)
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e zakladni proudova rovnice tranzistoru JFE (y=1)

0
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(linearni oblast)

pro 0 <vgg — Vp < yuvpg (Oblast saturace)
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e zvyklost zadavani prahového napéti

V souvislosti s rovnici proudu drainu je nutné
uvést jesté jednu velmi zavaznou skutecnost -
podle tradice programt SPICE je prahové napéti
zadavano zaporné pro N-kanalovy 1 pro P-kanalovy
JFET.
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JFET. To samoziejmé odporuje skuteénosti, nebot
z tyzikalniho hlediska musi byt prahové napéti
N-kanalovych tranzistort zaporné a

P-kanalovych tranzistort kladné!
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* zpresnéni modelu vstupniho proudu

. : : :
o =lop T kgenlrec T Lion



on

( UGS
e —1

\







\ J
( UGS A
lrec ISR enRvT -1
\ J
— 0 _mg
_ UGS
Foen _\ ( —@) +0,005

~Vi /|vps—(ves—vr)]

OCil[UDS — (UGS — Up )]e pro 0< Ugs — Ur <Upg,

0 pro ostatnbgg — vp

lion = )




Teplotni zavislosti
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Teplotni zavislosti

Vi =Vp +vtte(T'-T)
ﬁ/ _ ﬁ w1 Olbetatce(T’—T)

Teplotni zavislosti ovliviiuji dva jevy: se zménou
teploty se méni pohyblivost nosicti naboje a také
prurez kanalu. Tyto jevy pusobi svym uéinkem
proti sobé, a tak v charakteristikach existuje bod,
ktery je v relativné Sirokém intervalu teplot
teplotné nezavisly, coz je unikatni jev JFETw.



Sumovy model

* kolektorovy a emitorovy proudovy zdroj:
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Sumovy model

* kolektorovy a emitorovy proudovy zdroj: tepelny sum

4kT
Icp = gAf

4RT
i = Ry Af

* drainovy proudovy zdroj: tepelny sSum kanalu a
blikavy Sum (v zavislosti na proudu drainu)

= |8, dip ir
=|=kT +ke— |A




